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	继电器终端
	G70D
	扁平型小型输出16点用 继电器终端
	. 宽156×进深51×高39mm的小型尺寸。
	. 可高频度开关的、AC/DC负载共用、带功率MOS FET
	继电器的型号也系列化。
	. 可以不通过中继端子台，从端子台部直接向负载布线。
	. 带有I/O信号的ON・OFF一目了然的动作指示用LED。
	. 带有线圈浪涌吸收用二极管。
	. 带有继电器装卸工具。
	. DIN导轨安装、螺钉安装共用。
	种类
	额定值／性能
	以下的值为搭载在G70D上时的值。和G6D单品不同。
	＊ 但是仅上下颠倒安装时为75％以下。
	注2. 动作特性为线圈温度为＋23℃时的值。
	注3. 最大允许电压为继电器线圈操作电源的电压允许变动范围的最大值。并非 连续允许值。
	注4. 额定电流包含继电器终端的LED电流。
	＊1. 输出用电源共通端子（B0～B6）的通电电流最大为3A。
	＊2. 该值为开关频度120次/min时的值。


	以下的值为搭载在G70D上时的值。与G3DZ单品不同。
	＊1. 测定条件：DC5V 1A
	＊2. 环境温度条件：＋23℃
	＊3. 所有点ON时的消耗电流，包含G6D的继电器线圈电流的值。但不含外部负 载电流的值。
	＊ 所有点ON时的消耗电流，包含G3DZ的输入电流的值。 但不含外部负载电流 的值。



	参考数据
	注2. 本数据将从生产线中抽样的实测值，用图来表示， 请作为参考使用。
	由于继电器是批量生产的，因此原则上允许使用 时有一定的偏差。

	内部电路
	连接器引脚配置图
	(TOP VIEW)
	＊ 上图为G70D-SOC16(G6D继电器搭载型)的内部电路图。
	G70D-FOM16的这个部分搭载了G3DZ功率MOS FET继电器。

	连接器引脚配置图
	(TOP VIEW)
	＊ 上图为G70D-SOC16-1(G6D继电器搭载型)的内部电路图。
	G70D-FOM16-1的这个部分搭载了G3DZ功率MOS FET继电器。


	外形尺寸 （单位 ：mm）
	端子配置／端子连接例
	注2. B2、B3、B4、B5端子各有2处。
	请将电源连接到任意一处。
	＊ 左图为G70D-SOC16(-1)（G6D继电器搭载型） 端子连接图。
	G70D-FOM16(-1)的这个部位搭载了G3DZ功率 MOS FET继电器。

	请正确使用
	使用注意事项



